
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量結合された入力信号の直流電圧
レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電圧レベルを設定された入力信号
の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベルシフト回路において、
前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電源電圧との間に分圧手段を設けることで構
成されると共に、前記アンプ手段への入力信号線が１本であ

ることを特徴とするレベルシフト回路。
【請求項２】
前記アンプ手段がＣＭＯＳインバータ回路であることを特徴とする請求項１記載のレベル
シフト回路。
【請求項３】
前記バイアス電圧設定手段で設定された直流電圧レベルをクランプするための電圧クラン
プ手段を備えることを特徴とする請求１乃至 記載のレベルシフト回路。
【請求項４】
前記バイアス電圧設定手段で設定された直流電圧レベルが前記電圧クランプ手段によりク
ランプするときに、電圧降下した電圧を補償する手段を備えることを特徴とする請求
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り、
前記バイアス設定手段は、第１のｐチャネルのトランジスタのソースが正電源電圧に接続
され、第１のｎチャネルのトランジスタのソースが負電源電圧に接続され、第２のｐチャ
ネルのトランジスタのゲートとドレインと第２のｎチャネルのトランジスタのゲートとド
レインとがアンプ手段の入力端子に接続され

２

項３



記載のレベルシフト回路。
【請求項５】
入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量結合された入力信号の直流電圧
レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電圧レベルを設定された入力信号
の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベルシフト回路を用いた画像表示
装置において、
前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電源電圧との間に分圧手段を設けることで構
成されると共に、前記アンプ手段への入力信号線が１本であ

ることを特徴とする画像表示装置。
【請求項６】
前記アンプ手段がＣＭＯＳインバータ回路であることを特徴とする請求項 記載の画像表
示装置。
【請求項７】
前記バイアス電圧設定手段で設定された直流電圧レベルをクランプするための電圧クラン
プ手段を備えることを特徴とする請求 乃至 記載の画像表示装置。
【請求項８】

【請求項９】
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り、
前記バイアス設定手段は、第１のｐチャネルのトランジスタのソースが正電源電圧に接続
され、第１のｎチャネルのトランジスタのソースが負電源電圧に接続され、第２のｐチャ
ネルのトランジスタのゲートとドレインと第２のｎチャネルのトランジスタのゲートとド
レインとがアンプ手段の入力端子に接続され

５

５ ６

 入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量結合された入力信号の直流電
圧レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電圧レベルを設定された入力信
号の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベルシフト回路において、
前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電源電圧との間に分圧手段を設けることで構
成されると共に、前記アンプ手段への入力信号線が１本であり、
前記分圧手段として複数個のｐチャネルのトランジスタと複数個のｎチャネルのトランジ
スタとが用いられ、
各前記ｐチャネルのトランジスタは、隣接するもの同士でソースとドレインとが接続され
ることにより直列に接続され、
各前記ｐチャネルのトランジスタのゲートは負電源電圧に接続され、
端に位置する前記ｐチャネルのトランジスタのソースは正電源電圧に接続され、
各前記ｎチャネルのトランジスタは、隣接するもの同士でソースとドレインとが接続され
て直列に接続され、
端に位置するｎチャネルのトランジスタのソースは負電源電圧に接続され、
各前記ｎチャネルのトランジスタのゲートは正電源電圧に接続されていることを特徴とす
るレベルシフト回路。

入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量結合された入力信号の直流電圧
レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電圧レベルを設定された入力信号
の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベルシフト回路を用いた画像表示
装置において、
前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電源電圧との間に分圧手段を設けることで構
成されると共に、前記アンプ手段への入力信号線が１本であり、
前記分圧手段として複数個のｐチャネルのトランジスタと複数個のｎチャネルのトランジ
スタとが用いられ、
各前記ｐチャネルのトランジスタは、隣接するもの同士でソースとドレインとが接続され
ることにより直列に接続され、
各前記ｐチャネルのトランジスタのゲートは負電源電圧に接続され、
端に位置する前記ｐチャネルのトランジスタのソースは正電源電圧に接続され、
各前記ｎチャネルのトランジスタは、隣接するもの同士でソースとドレインとが接続され
て直列に接続され、



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レベルシフト回路およびそれを用いた画像表示装置に関し、特にドライバモノ
リシック型（駆動回路一体型）の画像表示装置に内蔵され、低振幅（ロジックレベル）の
入力信号を増幅するためのレベルシフト回路および画像表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、液晶を用いた表示装置の研究および開発が著しく進んでおり、特に多結晶シリコン
を用いたＴＦＴ（薄膜トランジスタ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）液晶
表示装置について、今後の高い需要が見込まれている。多結晶シリコンを用いたＴＦＴ液
晶表示装置は、アモルファスシリコンを用いたものと比較して、電子および正孔の移動度
が２桁高く、ｎチャネルＴＦＴとｐチャネルＴＦＴとを組み合わせたＣＭＯＳ構成が可能
である。そのため、アモルファスシリコンを用いたＴＦＴ液晶表示装置が駆動回路を液晶
セル用の画素ＴＦＴの基板の外部で、例えば単結晶シリコンを用いて形成しなければなら
ないのに対し、多結晶シリコンを用いて液晶セル用の画素ＴＦＴと同一基板上に駆動回路
を形成することができる、すなわちドライバモノリシック型のＴＦＴ液晶表示装置を形成
することができるので、小形化、高機能化および低コスト化の実現が可能となる。
【０００３】
図１１は、ドライバモノリシック型のＴＦＴ液晶表示装置の構成を示す。図１１において
、１は外部よりビデオ信号を入力するためのビデオ信号端子、２は対向電極へ電圧を入力
するための対向電圧端子、３はｎ（ｎはｎ＞１の整数）段のゲートバスライン駆動用のシ
フトレジスタ、４はｍ（ｍはｍ＞１の整数）段のソースバスライン駆動用のシフトレジス
タ、５～８は入力制御信号の振幅レベルを増幅するためのレベルシフト回路、ＳＰＶはシ
フトレジスタ３へ入力されるスタートパルス、Φ１ＶおよびΦ２Ｖは水平期間と同じ周波
数であるクロック信号、ΦＶ１～ΦＶｎはＴＦＴ素子をオン又はオフさせるためにシフト
レジスタ３より出力される駆動パルス、Ｇ１～Ｇｎはゲートバスライン、ＳＰＨはシフト
レジスタ４へ入力されるスタートパルス、Φ１ＨおよびΦ２Ｈは水平期間のｍ倍の周波数
であるクロック信号、ΦＨ１～ΦＨｍはシフトレジスタ４より出力されるサンプリングパ
ルス、Ｍ１～Ｍｍはビデオ信号をサンプリングするためのサンプリングスイッチ、Ｌ１～
Ｌｍはソースバスライン、Ｍ１１～ＭｎｍはソースバスラインＬ１～Ｌｍとゲートバスラ
インＧ１～Ｇｎとの各交点に設けられるＴＦＴ素子、Ｃ１１～ＣｎｍはＴＦＴ素子Ｍ１１
～Ｍｎｍに接続された画素電極と対向電極の間に存在する液晶セルである。
【０００４】
図１１では、レベルシフト回路５～８として、スタートパルスＳＰＶおよびＳＰＨ並びに
クロック信号Φ１Ｖ、Φ２Ｖ、Φ１ＨおよびΦ２Ｈの振幅レベルを増幅するための回路を
設けている。ドライバモノリシック型のＴＦＴ液晶表示装置では、多結晶シリコンを用い
て駆動回路を形成しているが、単結晶シリコンを用いて駆動回路を形成しているものと比
べてトランジスタのしきい値電圧が高くなる。そこで、スタートパルスＳＰＶおよびＳＰ
Ｈ並びにクロック信号Φ１Ｖ、Φ２Ｖ、Φ１ＨおよびΦ２Ｈの振幅レベルは、ロジックレ
ベルの電源電圧３Ｖ、３．３Ｖおよび５Ｖなどの電圧では十分高いとは言えず、例えば１
２～１５Ｖまで高くする必要があり、そのためにレベルシフト回路５～８を設けている。
【０００５】
図１２は、従来のレベルシフト回路を示す。図１２において、ＶＤＤは正電源電圧、ＧＮ
Ｄは負電源電圧、ＩＮは入力信号、（／ＩＮ）は入力信号ＩＮと電圧レベルが反転した関
係にある入力信号、ＯＵＴは出力信号、ｐ１２１、ｐ１２２およびｐ１２３はｐチャネル
ＴＦＴ、ｎ１２１、ｎ１２２およびｎ１２３はｎチャネルＴＦＴである。
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端に位置するｎチャネルのトランジスタのソースは負電源電圧に接続され、
各前記ｎチャネルのトランジスタのゲートは正電源電圧に接続されていることを特徴とす
る画像表示装置。



【０００６】
図１２では、入力信号ＩＮはｎチャネルＴＦＴｎ１２１のゲートへ入力され、入力信号（
／ＩＮ）はｎチャネルＴＦＴｎ１２２のゲートへ入力される。ｎチャネルＴＦＴｎ１２１
のドレインはｐチャネルＴＦＴｐ１２１のドレインおよびゲート並びにｐチャネルＴＦＴ
ｐ１２２のゲートと接続され、ｎチャネルＴＦＴｎ１２２のドレインはｐチャネルＴＦＴ
ｐ１２２のドレインおよびｐチャネルＴＦＴｐ１２３とｎチャネルＴＦＴｎ１２３とから
なるインバータ回路部の入力端子と接続される。また、ｐチャネルＴＦＴｐ１２１のソー
スおよびｐチャネルＴＦＴｐ１２２のソースは正電源電圧ＶＤＤと接続され、ｎチャネル
ＴＦＴｎ１２１のソースおよびｎチャネルＴＦＴｎ１２２のソースは負電源電圧ＧＮＤと
接続される。
【０００７】
図１２に示す従来のレベルシフト回路の動作について説明する。入力信号ＩＮがハイレベ
ル、入力信号（／ＩＮ）がローレベルのとき、ｎチャネルＴＦＴｎ１２１はオンとなり、
ｎチャネルＴＦＴｎ１２２はオフとなる。そうすると、負電源電圧ＧＮＤがｐチャネルＴ
ＦＴｐ１２１のゲートおよびｐチャネルＴＦＴｐ１２２のゲートへ入力され、ｐチャネル
ＴＦＴｐ１２１は抵抗成分とみなされ、正電源電圧ＶＤＤおよび負電源電圧ＧＮＤ間で電
流が流れる。一方、ｐチャネルＴＦＴｐ１２２はオンとなり、ｐチャネルＴＦＴｐ１２２
のドレインおよびｐチャネルＴＦＴｐ１２３とｎチャネルＴＦＴｎ１２３とからなるイン
バータ回路部の入力端子は正電源電圧ＶＤＤに充電され、インバータ回路部の出力端子か
らは負電源電圧ＧＮＤが出力される。入力信号ＩＮがローレベル、入力信号（／ＩＮ）が
ハイレベルに反転すると、ｎチャネルＴＦＴｎ１２１はオフとなり、ｎチャネルＴＦＴｎ
１２２はオンとなる。そうすると、ｐチャネルＴＦＴｐ１２３とｎチャネルＴＦＴｎ１２
３とからなるインバータ回路部の入力端子は負電源電圧ＧＮＤに放電され、インバータ回
路部の出力端子からは正電源電圧ＶＤＤが出力される。すなわち、入力信号ＩＮの振幅レ
ベルは、図１２に示す従来のレベルシフト回路により増幅されている。（但し、正電源電
圧ＶＤＤと負電源電圧ＧＮＤとの電位差は、入力信号ＩＮの振幅レベルより高く設定され
る。）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、図１２に示す従来のレベルシフト回路を他の駆動回路と同じように多結晶シリコ
ンを用いて形成する場合、トランジスタのしきい値電圧は単結晶シリコンを用いて形成し
たものと比べて高くなる。また、トランジスタを形成するプロセスの途上で、しきい値電
圧のばらつきが大きくなることがある。トランジスタのしきい値電圧が高くなることはト
ランジスタのオン抵抗が高くなることに繋がり、ｐチャネルＴＦＴｐ１２１およびｐ１２
２並びにｎチャネルＴＦＴｎ１２１およびｎ１２２のオン抵抗が高くなると、ｐチャネル
ＴＦＴｐ１２３とｎチャネルＴＦＴｎ１２３とからなるインバータ回路部の入力端子を充
放電する時定数も高くなることになる。それに対して、スタートパルスＳＰＶおよびＳＰ
Ｈ並びにクロック信号Φ１Ｖ、Φ２Ｖ、Φ１ＨおよびΦ２Ｈの振幅レベルは、ロジックレ
ベルの電源電圧３Ｖ、３．３Ｖおよび５Ｖなどの電圧では十分高いとは言えず、レベルシ
フト回路から出力される波形は訛ったもの、または歪んだものになるという問題点があっ
た。
【０００９】
そこで、その時定数を小さくするためにトランジスタのチャネル幅を大きくすることが考
えられるが、トランジスタのチャネル幅を大きくすればレベルシフト回路の面積の増大に
繋がる。また、トランジスタのチャネル幅を大きくすると、そのトランジスタ自身の容量
も同時に大きくなるため、トランジスタのチャネル幅を大きくしても、時定数の低減効果
はトランジスタのチャネル幅の大きさには比例しないことになる。
【００１０】
このような問題点を解決するための技術としては、例えば、特開平４－２４２３１７号公
報などが提案されている。図１３は、この特開平４－２４２３１７号公報で開示されてい
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る従来のレベルシフト回路を示す。図１３において、ＶＢは正電源電圧、Ｒ１３１および
Ｒ１３２は抵抗、Ｃ１３１およびＣ１３２はコンデンサ、Ｔ１３１およびＴ１３２はｎｐ
ｎ型バイポーラトランジスタ、ｐ１３１、ｐ１３２およびｐ１３３はｐチャネルＴＦＴ、
ｎ１３１、ｎ１３２およびｎ１３３はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１２と同様で
ある。
【００１１】
図１３では、正電源電圧ＶＢ、負電源電圧ＧＮＤ、抵抗Ｒ１３１およびＲ１３２、ｎｐｎ
型バイポーラトランジスタＴ１３１およびＴ１３２からなる電圧クランプ回路部と、正電
源電圧ＶＤＤ、負電源電圧ＧＮＤ、ｐチャネルＴＦＴｐ１３１、ｐ１３２およびｐ１３３
、ｎチャネルＴＦＴｎ１３１、ｎ１３２およびｎ１３３からなるレベルシフト回路部とか
ら構成される。電圧クランプ回路部では、正電源電圧ＶＢと負電源電圧ＧＮＤとを抵抗Ｒ
１３１およびＲ１３２で分圧した電圧（この電圧をＶＢ’と定義する）がｎｐｎ型バイポ
ーラトランジスタＴ１３１のベースおよびＴ１３２のベースへ入力される。ｎｐｎ型バイ
ポーラトランジスタＴ１３１のエミッタはコンデンサＣ１３１の一方の電極およびｎチャ
ネルＴＦＴｎ１３１のゲートと接続され、ｎｐｎ型バイポーラトランジスタＴ１３２のエ
ミッタはコンデンサＣ１３２の一方の電極およびｎチャネルＴＦＴｎ１３２のゲートと接
続される。また、ｎｐｎ型バイポーラトランジスタＴ１３１のコレクタおよびＴ１３２の
コレクタは正電源電圧ＶＢと接続される。尚、レベルシフト回路部は、図１２に示す従来
のレベルシフト回路と同じ構成である。
【００１２】
図１３に示す従来のレベルシフト回路の動作について説明する。入力信号ＩＮはコンデン
サＣ１３１により容量結合されてｎチャネルＴＦＴｎ１３１のゲートへ入力され、入力信
号（／ＩＮ）はコンデンサＣ１３２により容量結合されてｎチャネルＴＦＴｎ１３２のゲ
ートへ入力される。ここで、電圧クランプ回路部からの電圧により、入力信号ＩＮおよび
（／ＩＮ）の振幅レベルは変わらないが、そのローレベルは電圧ＶＢ’から順方向電圧だ
け電圧降下した電圧にシフトされる。つまり、レベルシフト回路部を構成するトランジス
タのしきい値電圧が高くなった場合においても、入力信号ＩＮおよび（／ＩＮ）のハイレ
ベルをしきい値電圧より高く設定することが可能となり、トランジスタのオンおよびオフ
の動作を正常に行うことができる。そして、レベルシフト回路部では、図１２に示す従来
のレベルシフト回路と同じように、入力信号ＩＮの振幅レベルを増幅している。
【００１３】
しかしながら、上記のレベルシフト回路では、電圧レベルが反転した関係にある入力信号
ＩＮおよび（／ＩＮ）の２つの入力信号が必要であるという問題点があった。つまり、図
１１に示すドライバモノリシック型のＴＦＴ液晶表示装置に上記のレベルシフト回路を内
蔵する場合、スタートパルスＳＰＶおよびＳＰＨは、シフトレジスタ３および４を駆動す
るという目的からみると各々の入力制御信号の電圧レベルが反転した関係にある信号は必
要ないが、レベルシフト回路では各々の入力制御信号と各々の入力制御信号の電圧レベル
が反転した関係にある信号との２つの信号を必要としている。このことは、ドライバモノ
リシック型のＴＦＴ液晶表示装置を形成する場合に外部からの入力信号数が増加するため
、外部信号との接続端子数の増加を招くことになる。
【００１４】
また、上記のレベルシフト回路では、電圧クランプ回路部がｎｐｎ型バイポーラトランジ
スタＴ１３１およびＴ１３２で構成されており、駆動回路と同一基板上に多結晶シリコン
でモノリシックに形成することは困難であるという問題点があった。すなわち、電圧クラ
ンプ回路部は外部に用意する必要があり、部品点数の増加をもたらすことになる。
【００１５】
さらに、上記のレベルシフト回路では、レベルシフト回路部を構成するｐチャネルＴＦＴ
ｐ１３１、ｐ１３２およびｐ１３３並びにｎチャネルＴＦＴｎ１３１、ｎ１３２およびｎ
１３３のしきい値電圧が変動した場合、トランジスタのしきい値電圧に応じて電圧ＶＢ’
を調整する必要があるという問題点があった。すなわち、トランジスタのしきい値電圧に
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合わせて、正電源電圧ＶＢまたは抵抗Ｒ１３１およびＲ１３２の値を調整しなければなら
ない。一般に、多結晶シリコンを用いて形成されるトランジスタのしきい値電圧のばらつ
きは単結晶シリコンで形成されるものと比べて大きく、量産化を行う場合、各液晶表示装
置毎に電圧ＶＢ’を調整することは非常に効率が悪くなる。
【００１６】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、１つの入力信号のみで動作
し、レベルシフト回路全体を駆動回路と同一基板上に多結晶シリコンを用いてモノリシッ
クに形成することを可能とし、各液晶表示装置毎に電源電圧および抵抗の値を調整する必
要がないレベルシフト回路および画像表示装置を提供するものである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
本発明のレベルシフト回路は、入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量
結合された入力信号の直流電圧レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電
圧レベルを設定された入力信号の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベ
ルシフト回路において、前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電源電圧との間に分
圧手段を設けることで構成されると共に、前記アンプ手段への入力信号線が１本であ

ることを特徴としている。
【００１８】
本発明のレベルシフト回路は、前記アンプ手段がＣＭＯＳインバータ回路であることを特
徴としている。
【００２０】
本発明のレベルシフト回路は、前記分圧手段として、容量を用いることを特徴としている
。
【００２５】
本発明のレベルシフト回路は、前記バイアス電圧設定手段で設定された直流電圧レベルを
クランプするための電圧クランプ手段を備えることを特徴としている。
【００２６】
本発明のレベルシフト回路は、前記バイアス電圧設定手段で設定された直流電圧レベルが
前記電圧クランプ手段によりクランプするときに、電圧降下した電圧を補償する手段を備
えることを特徴としている。
【００２７】
本発明の画像処理装置は、入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量結合
された入力信号の直流電圧レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電圧レ
ベルを設定された入力信号の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベルシ
フト回路を用いた画像表示装置において、前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電
源電圧との間に分圧手段を設けることで構成されると共に、前記アンプ手段への入力信号
線が１本であ

ることを特徴としている。
【００２８】
本発明の画像表示装置は、前記アンプ手段がＣＭＯＳインバータ回路であることを特徴と
している。
【００３２】
本発明の画像表示装置は、前記バイアス電圧設定手段で設定された直流電圧レベルをクラ
ンプするための電圧クランプ手段を備えることを特徴としている。
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り、
前記バイアス設定手段は、第１のｐチャネルのトランジスタのソースが正電源電圧に接続
され、第１のｎチャネルのトランジスタのソースが負電源電圧に接続され、第２のｐチャ
ネルのトランジスタのゲートとドレインと第２のｎチャネルのトランジスタのゲートとド
レインとがアンプ手段の入力端子に接続され

り、前記バイアス設定手段は、第１のｐチャネルのトランジスタのソースが
正電源電圧に接続され、第１のｎチャネルのトランジスタのソースが負電源電圧に接続さ
れ、第２のｐチャネルのトランジスタのゲートとドレインと第２のｎチャネルのトランジ
スタのゲートとドレインとがアンプ手段の入力端子に接続され

本発明のレベルシフト回路は、入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量



本発明の画像表示装置は、

【００３３】
以下、上記構成による作用を説明する。
【００３４】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段が正電源電圧と
負電源電圧との間に分圧手段を設けることで構成されるため、簡単な回路構成でバイアス
電圧設定手段を実現することができると共に、入力信号の直流電圧レベルを容易にアンプ
手段の動作点の範囲にシフトすることができる。また、アンプ手段の入力端子が１つの端
子から構成されるため、レベルシフト回路への入力信号線数が少なくてすむと共に、簡単
な回路構成でアンプ手段を実現することができる。
【００３５】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、アンプ手段がＣＭＯＳインバータ回路
であるため、ｐチャネルのトランジスタとｎチャネルのトランジスタを用いた簡単な構成
でアンプ手段を実現することができる。
【００３６】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、分圧手段としてｐチャネルのトランジ
スタとｎチャネルのトランジスタを用いるため、入力信号の直流電圧レベルをトランジス
タのオン抵抗比により容易に設定することができる。また、単結晶シリコンと比べてしき
い値電圧にばらつきのある多結晶シリコンでレベルシフト回路全体を同一基板上に形成す
ることができる。つまり、レベルシフト回路を含めたドライバモノリシック型の画像表示
装置を実現することが可能となる。
【００３７】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、分圧手段として容量を用いるため、入
力信号の直流電圧レベルを容量の面積比により容易に設定することができる。容量は多結
晶シリコン上にも簡単に構成できるため、レベルシフト回路全体を同一基板上に形成する
ことができる。つまり、レベルシフト回路を含めたドライバモノリシック型の画像表示装
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結合された入力信号の直流電圧レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電
圧レベルを設定された入力信号の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベ
ルシフト回路において、前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電源電圧との間に分
圧手段を設けることで構成されると共に、前記アンプ手段への入力信号線が１本であり、
前記分圧手段として複数個のｐチャネルのトランジスタと複数個のｎチャネルのトランジ
スタとが用いられ、各前記ｐチャネルのトランジスタは、隣接するもの同士でソースとド
レインとが接続されることにより直列に接続され、各前記ｐチャネルのトランジスタのゲ
ートは負電源電圧に接続され、端に位置する前記ｐチャネルのトランジスタのソースは正
電源電圧に接続され、各前記ｎチャネルのトランジスタは、隣接するもの同士でソースと
ドレインとが接続されて直列に接続され、端に位置するｎチャネルのトランジスタのソー
スは負電源電圧に接続され、各前記ｎチャネルのトランジスタのゲートは正電源電圧に接
続されていることを特徴としている。

入力部に設けられる容量手段と、前記容量手段により容量結合
された入力信号の直流電圧レベルを設定するためのバイアス電圧設定手段と、直流電圧レ
ベルを設定された入力信号の振幅レベルを増幅するためのアンプ手段とを備えたレベルシ
フト回路を用いた画像表示装置において、前記バイアス電圧設定手段が正電源電圧と負電
源電圧との間に分圧手段を設けることで構成されると共に、前記アンプ手段への入力信号
線が１本であり、前記分圧手段として複数個のｐチャネルのトランジスタと複数個のｎチ
ャネルのトランジスタとが用いられ、各前記ｐチャネルのトランジスタは、隣接するもの
同士でソースとドレインとが接続されることにより直列に接続され、各前記ｐチャネルの
トランジスタのゲートは負電源電圧に接続され、端に位置する前記ｐチャネルのトランジ
スタのソースは正電源電圧に接続され、各前記ｎチャネルのトランジスタは、隣接するも
の同士でソースとドレインとが接続されて直列に接続され、端に位置するｎチャネルのト
ランジスタのソースは負電源電圧に接続され、各前記ｎチャネルのトランジスタのゲート
は正電源電圧に接続されていることを特徴としている。



置を実現することが可能となる。
【００３８】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、分圧手段として抵抗体を用いるため、
入力信号の直流電圧レベルを抵抗比により容易に設定することができると共に、レベルシ
フト回路全体を同一基板上に形成することができる。つまり、レベルシフト回路を含めた
ドライバモノリシック型の画像表示装置を実現することが可能となる。
【００３９】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段の構成として、
ｐチャネルのトランジスタのソースとｎチャネルのトランジスタのゲートとが正電源電圧
に接続され、ｐチャネルのトランジスタのゲートとｎチャネルのトランジスタのソースと
が負電源電圧に接続され、ｐチャネルのトランジスタのドレインとｎチャネルのトランジ
スタのドレインとがアンプ手段の入力端子に接続されるため、レベルシフト回路を構成す
るトランジスタのしきい値電圧が変動してアンプ手段の動作点がシフトしても、それに追
従して入力信号の直流電圧レベルを自動的に設定することができる。
【００４０】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段の構成として、
ｐチャネルのトランジスタのソースが正電源電圧に接続され、ｎチャネルのトランジスタ
のソースが負電源電圧に接続され、ｐチャネルのトランジスタのゲートとドレインとｎチ
ャネルのトランジスタのゲートとドレインとがアンプ手段の入力端子に接続されるため、
レベルシフト回路を構成するトランジスタのしきい値電圧が変動してアンプ手段の動作点
がシフトしても、入力信号の直流電圧レベルの設定を容易に行うことができる。
【００４１】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、ｐチャネルのトランジスタとｎチャネ
ルのトランジスタは各々複数個を用いて前記分圧手段を構成するため、各々のトランジス
タのソース・ドレイン端子間にかかる電界によるストレスを低減することができる。また
、トランジスタの数により入力信号の直流電圧レベルを決められるので、設定の自由度を
高くすることができる。
【００４２】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段で設定された直
流電圧レベルをクランプするための電圧クランプ手段を備えるため、入力信号の周波数、
バイアス電圧設定手段を構成するトランジスタおよび入力部に設けられる容量手段に関わ
らず、入力信号の波形の歪みを防ぐことができる。そのため、設計の自由度を高くするこ
とも可能である。
【００４３】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段で設定された直
流電圧レベルが前記電圧クランプ手段によりクランプするときに、電圧降下した電圧を補
償する手段を備えるため、入力信号の直流電圧レベルをバイアス電圧設定手段で容易に設
定することができる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について以下に説明する。
【００４５】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１における画像表示装置に用いるレベルシフト回路を示す。
図１において、ＶＤＤは正電源電圧、ＧＮＤは負電源電圧、ＩＮは入力信号、ＯＵＴは出
力信号、Ｃ１１はコンデンサ、ｐ１１およびｐ１２はｐチャネルＴＦＴ、ｎ１１およびｎ
１２はｎチャネルＴＦＴである。
【００４６】
図１では、正電源電圧ＶＤＤ、負電源電圧ＧＮＤ、ｐチャネルＴＦＴｐ１１、ｎチャネル
ＴＦＴｎ１１からなるバイアス電圧設定部と、正電源電圧ＶＤＤ、負電源電圧ＧＮＤ、ｐ
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チャネルＴＦＴｐ１２、ｎチャネルＴＦＴｎ１２からなるアンプ回路部とから構成される
。バイアス電圧設定部では、ｐチャネルＴＦＴｐ１１のドレインとｎチャネルＴＦＴｎ１
１のドレインとが接続されると共にコンデンサＣ１１の一方の電極と接続され、ｐチャネ
ルＴＦＴｐ１１のソースおよびｎチャネルＴＦＴｎ１１のゲートは正電源電圧ＶＤＤと接
続され、ｐチャネルＴＦＴｐ１１のゲートおよびｎチャネルＴＦＴｎ１１のソースは負電
源電圧ＧＮＤと接続される。アンプ回路部では、ｐチャネルＴＦＴｐ１２のゲートとｎチ
ャネルＴＦＴｎ１２のゲートとが接続されると共にコンデンサＣ１１の一方の電極と接続
され（アンプ回路部の入力端子となる）、ｐチャネルＴＦＴｐ１２のドレインとｎチャネ
ルＴＦＴｎ１２のドレインとが接続され（アンプ回路部の出力端子となる）、ｐチャネル
ＴＦＴｐ１２のソースは正電源電圧ＶＤＤと接続され、ｎチャネルＴＦＴｎ１２のソース
は負電源電圧ＧＮＤと接続される。
【００４７】
図１に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路の動作について説明する。入
力信号ＩＮはコンデンサＣ１１により容量結合されてアンプ回路部の入力端子へ入力され
る。ここで、ｐチャネルＴＦＴｐ１１およびｎチャネルＴＦＴｎ１１のオン抵抗の比によ
って決定されるバイアス電圧（この電圧をＶｂと定義する）により、入力信号ＩＮの振幅
レベルは変わらないが、その振幅レベルの中心電圧はバイアス電圧Ｖｂにシフトされる。
つまり、そのバイアス電圧Ｖｂを正しく設定することにより、アンプ回路部の動作を正常
に行うことができる。そして、アンプ回路部では、入力信号ＩＮがハイレベルのとき、ｐ
チャネルＴＦＴｐ１２はオフとなり、ｎチャネルＴＦＴｎ１２はオンとなり、アンプ回路
部の出力端子からは負電源ＧＮＤが出力される。入力信号ＩＮがローレベルのとき、ｐチ
ャネルＴＦＴｐ１２はオンとなり、ｎチャネルＴＦＴｎ１２はオフとなり、アンプ回路部
の出力端子からは正電源ＶＤＤが出力される。すなわち、入力信号ＩＮの振幅レベルは、
図１に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路により増幅されている。（但
し、正電源電圧ＶＤＤと負電源電圧ＧＮＤとの電位差は、入力信号ＩＮの振幅レベルより
高く設定される。）
図２は、本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路の入出力の関係を示す。入力信
号ＩＮの振幅レベルの中心電圧はバイアス電圧Ｖｂにシフトされ、信号ｉｎｂとなり、ア
ンプ回路部の入力端子へ入力される。そして、アンプ回路部の入出力の電圧特性が波形ｂ
のような特性で、信号ｉｎｂの振幅レベルがアンプ回路部の出力電圧を正電源電圧ＶＤＤ
から負電源電圧ＧＮＤへ反転するような入力電圧の動作点の範囲となれば、アンプ回路部
の出力端子からは信号ｏｕｔｂが出力される。
【００４８】
ここで、レベルシフト回路を構成するｐチャネルＴＦＴのしきい値電圧の絶対値がｎチャ
ネルＴＦＴのしきい値電圧の絶対値に対して小さくなった場合、アンプ回路部の入出力の
電圧特性は波形ｃのような特性になり、動作点が正電源電圧ＶＤＤ側にシフトされる。そ
の場合でも、アンプ回路部の入力端子へ入力される信号が信号ｉｎｂのままであれば、ア
ンプ回路部の出力端子からは信号ｏｕｔｃが出力され、振幅レベルの十分な変換が行われ
ないことになる。しかしながら、ｐチャネルＴＦＴのしきい値電圧の絶対値がｎチャネル
ＴＦＴのしきい値電圧の絶対値に対して小さくなった場合、ｐチャネルＴＦＴｐ１１のオ
ン抵抗はｎチャネルＴＦＴｎ１１のオン抵抗より値が低くなるため、バイアス電圧設定部
により決定されるバイアス電圧はＶｂより正電源電圧ＶＤＤ側にシフトされＶｃとなり、
アンプ回路部の入力端子へ入力される信号が信号ｉｎｃとなる。その結果、アンプ回路の
出力端子からは信号ｏｕｔｂが出力される。
【００４９】
上述とは逆に、レベルシフト回路を構成するｐチャネルＴＦＴのしきい値電圧の絶対値が
ｎチャネルＴＦＴのしきい値電圧の絶対値に対して大きくなった場合、アンプ回路部の入
出力の電圧特性は波形ａのような特性になり、動作点が負電源電圧ＧＮＤ側にシフトされ
る。その場合は、ｐチャネルＴＦＴｐ１１のオン抵抗はｎチャネルＴＦＴｎ１１のオン抵
抗より値が高くなるため、バイアス電圧設定部により決定されるバイアス電圧はＶｂより
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負電源電圧ＧＮＤ側にシフトされＶａとなり、アンプ回路部の入力端子へ入力される信号
が信号ｉｎａとなる。その結果、アンプ回路の出力端子からは、信号ｏｕｔａではなく信
号ｏｕｔｂが出力される。
【００５０】
つまり、本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路では、レベルシフト回路を構成
するトランジスタのしきい値電圧が変動してアンプ回路部の動作点がシフトしても、それ
に追従してバイアス電圧がバイアス電圧設定部で自動的に設定されることになる。
【００５１】
尚、図１に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路では、ｐチャネルＴＦＴ
およびｎチャネルＴＦＴを各々１つずつでバイアス電圧設定部を構成しているが、ｐチャ
ネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴを両方またはいずれか一方を２つ以上で構成しても良
い。
【００５２】
図３は、本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路の別の例を示す。図３において
、Ｃ３１はコンデンサ、ｐ３１、ｐ３２およびｐ３３はｐチャネルＴＦＴ、ｎ３１、ｎ３
２およびｎ３３はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１と同様である。
【００５３】
図３では、図１に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路と比べて、バイア
ス電圧設定部が各々２つのｐチャネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴから構成される点が
異なる。このようにすることで、各トランジスタの端子間にかかる電圧を低減できるため
、トランジスタのソース・ドレイン端子間にかかる電界によるストレス低減効果が期待で
きる。また、ｐチャネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴの個数の比でもバイアス電圧を決
めることが可能となり、バイアス電圧の設定の自由度が増すことになる。
【００５４】
（実施の形態２）
図４は、本発明の実施の形態２における画像表示装置に用いるレベルシフト回路を示す。
図４において、Ｃ４１はコンデンサ、ｐ４１、ｐ４２およびｐ４３はｐチャネルＴＦＴ、
ｎ４１、ｎ４２およびｎ４３はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１と同様である。
【００５５】
図４では、図３に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路と比べて、バイア
ス電圧設定部を構成するｐチャネルＴＦＴｐ４２のゲートとｎチャネルＴＦＴｎ４１のゲ
ートとが接続されると共に、ｐチャネルＴＦＴｐ４２のドレインおよびｎチャネルＴＦＴ
ｎ４１のドレインと接続される点が異なる。
【００５６】
ここで、図２および図３に示す実施の形態１におけるレベルシフト回路では、トランジス
タのしきい値電圧の変動によるアンプ回路部の動作点のシフト量およびバイアス電圧設定
部からのバイアス電圧のシフト方向は一致するが、一般的にバイアス電圧のシフト量がア
ンプ回路部の動作点よりも大きくなる。そのため、バイアス電圧のシフト量が大きくなり
すぎると、入力信号ＩＮの振幅レベルがアンプ回路部の動作点の範囲とずれる可能性があ
る。一方、図４に示す本発明の実施の形態２におけるレベルシフト回路では、バイアス電
圧設定部からのバイアス電圧がｐチャネルＴＦＴｐ４２のゲートおよびｎチャネルＴＦＴ
ｎ４１のゲートにフィードバックされ、トランジスタのしきい値電圧の変動によるバイア
ス電圧のシフト量を補償することができる。
【００５７】
その補償効果について詳しく説明する。レベルシフト回路を構成するｐチャネルＴＦＴの
しきい値電圧の絶対値がｎチャネルＴＦＴのしきい値電圧の絶対値に対して小さくなった
場合、ｐチャネルＴＦＴｐ４１およびｐ４２のオン抵抗はｎチャネルＴＦＴｎ４１および
ｎ４２のオン抵抗より値が低くなるため、バイアス電圧は正電源電圧ＶＤＤ側にシフトさ
れる。しかしながら、バイアス電圧設定部からのバイアス電圧は、ｐチャネルＴＦＴｐ４
２のゲートおよびｎチャネルＴＦＴｎ４１のゲートにフィードバックされるため、正電源
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電圧ＶＤＤ側にシフトされたバイアス電圧によりｎチャネルＴＦＴｎ４１のオン抵抗の値
が低くなるように働く。その結果、バイアス電圧のシフト量は、図２および図３に示す実
施の形態１におけるレベルシフト回路と比べて小さくなる。上述とは逆に、レベルシフト
回路を構成するｐチャネルＴＦＴのしきい値電圧の絶対値がｎチャネルＴＦＴのしきい値
電圧の絶対値に対して大きくなった場合、バイアス電圧は負電源電圧ＧＮＤ側にシフトさ
れるが、ｐチャネルＴＦＴｐ４２オン抵抗の値が低くなるように働く。その結果、上述と
同様に、バイアス電圧のシフト量は、図２および図３に示す実施の形態１におけるレベル
シフト回路と比べて小さくなる。
【００５８】
つまり、本発明の実施の形態２におけるレベルシフト回路では、レベルシフト回路を構成
するトランジスタのしきい値電圧が変動してアンプ回路部の動作点がシフトする場合、バ
イアス電圧設定部からのバイアス電圧をアンプ回路部のシフト量に合わせて設定すること
が容易になる。
【００５９】
尚、図４に示す本発明の実施の形態２におけるレベルシフト回路では、ｐチャネルＴＦＴ
およびｎチャネルＴＦＴを各々２つずつでバイアス電圧設定部を構成しているが、ｐチャ
ネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴを両方またはいずれか一方を３つ以上で構成しても良
い。また、ｐチャネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴを両方またはいずれか一方を１つで
構成しても良い。すなわち、図４に示す本発明の実施の形態２におけるレベルシフト回路
からｐチャネルＴＦＴｐ４１またはｎチャネルＴＦＴｎ４２を取り除いた構成としても良
い。
【００６０】
（実施の形態３）
図５は、本発明の実施の形態３における画像表示装置に用いるレベルシフト回路を示す。
図５において、Ｃ５１はコンデンサ、ｐ５１およびｐ５２はｐチャネルＴＦＴ、ｎ５１、
ｎ５２およびｎ５３はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１と同様である。
【００６１】
図５では、図１に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路と比べて、バイア
ス電圧設定部の出力端子とアンプ回路部の入力端子との間に電圧クランプ用のｎチャネル
ＴＦＴｎ５２が設けられている点が異なる。ｎチャネルＴＦＴｎ５２のドレインは、アン
プ回路部の入力端子となるｐチャネルＴＦＴｐ５２のゲートとｎチャネルＴＦＴｎ５３の
ゲートと接続されると共にコンデンサＣ５１の一方の電極と接続される。また、ｎチャネ
ルＴＦＴｎ５２のゲートはバイアス電圧設定部の出力端子となるｐチャネルＴＦＴｐ５１
のドレインおよびｎチャネルＴＦＴｎ５１のドレインと接続され、ｎチャネルＴＦＴｎ５
２のソースは正電源電圧ＶＤＤと接続される。
【００６２】
ここで、図１および図３に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路並びに図
４示す本発明の実施の形態２におけるレベルシフト回路では、コンデンサのインピーダン
スがバイアス電圧設定部を構成するｐチャネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴのオン抵抗
の値に対して、十分低くする必要がある。図１に示す本発明の実施の形態１におけるレベ
ルシフト回路で考えると、入力信号ＩＮの周波数をｆＨｚ、ｐチャネルＴＦＴｐ１１のオ
ン抵抗をＲｐ１１、ｎチャネルＴＦＴｎ１１のオン抵抗をＲｎ１１とした場合、コンデン
サＣ１１のインピーダンスＺｃ１１はＺｃ１１＝１／（２π・ｆ・Ｃ１１）となるが、
１／（２π・ｆ・Ｃ１１）＜＜Ｒｐ１１、Ｒｎ１１
の関係式が成り立つようにしなければならない。そうでないと、アンプ回路部の入力端子
で信号波形が歪んだものとなり、レベルシフト回路が正常に動作しなくなる。
【００６３】
尚、入力信号ＩＮの周波数ｆＨｚからｆ／１０Ｈｚになった場合、上式を満たすためには
、コンデンサＣ１１の値を１０倍、またはｐチャネルＴＦＴｐ１１のオン抵抗Ｒｐ１１お
よびｎチャネルＴＦＴｎ１１のオン抵抗Ｒｎ１１の値を１０倍にする必要がある。すなわ
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ち、入力信号ＩＮの周波数におけるコンデンサＣ１１のインピーダンスＺｃ１１とバイア
ス電圧設定部のトランジスタのオン抵抗との比を十分に大きくするために、コンデンサの
サイズを大きくして容量を増やすか、またはバイアス電圧設定部を構成するトランジスタ
の数を多くしてトランジスタのオン抵抗を高くしなければならない。しかしながら、コン
デンサのサイズを大きくしたり、トランジスタの数を増やすことは、レベルシフト回路の
規模の増大につながるため必ずしも好ましくない。また、ｐチャネルＴＦＴｐ１１のオン
抵抗Ｒｐ１１およびｎチャネルＴＦＴｎ１１のオン抵抗Ｒｎ１１の値を高くするため、ト
ランジスタのサイズを調整する方法も考えられるが、トランジスタの設計ルールを考慮す
ると、トランジスタのオン抵抗の値を一定以上にすることは困難である。
【００６４】
一方、図５に示す本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路では、入力信号ＩＮの
ローレベルがｐチャネルＴＦＴｐ５１のオン抵抗とｎチャネルＴＦＴｎ５１のオン抵抗と
の比で設定された電圧から、ｎチャネルＴＦＴｎ５２のしきい値電圧だけ電圧降下した電
圧Ｖ’にシフトされる。もし、入力信号ＩＮのローレベルが電圧Ｖ’よりも低くなる方向
で動作しても、ｎチャネルＴＦＴｎ５２を介して、アンプ回路部を構成するｐチャネルＴ
ＦＴｐ５２のゲートおよびｎチャネルＴＦＴｎ５３のゲート並びにコンデンサＣ５１を充
電することになり、常に電圧Ｖ’より低くなることはなく、電圧Ｖ’にクランプされる。
そして、入力信号ＩＮの振幅レベルがアンプ回路部の動作点の範囲となるように、入力信
号のローレベル、すなわち電圧Ｖ’を設定すれば良い。
【００６５】
つまり、本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路では、入力信号のローレベルを
電圧クランプすることにより、入力信号の波形が歪むことなくアンプ回路部へ入力される
ため、バイアス電圧設定部を構成するｐチャネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴのオン抵
抗の値、コンデンサの容量の調整が不要となり、設計時の自由度が増すことになる。
【００６６】
図６は、本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路の別の例を示す。図６において
、Ｃ６１はコンデンサ、ｐ６１およびｐ６２はｐチャネルＴＦＴ、ｎ６１、ｎ６２および
ｎ６３はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１と同様である。
【００６７】
図６では、図５に示す本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路と比べて、バイア
ス電圧設定部の出力端子とアンプ回路部の入力端子との間に設けられる電圧クランプ用の
ｎチャネルＴＦＴｎ６２のゲートとソースとが接続される点が異なる。このようにするこ
とで、ｎチャネルＴＦＴｎ６２はダイオードとして機能し、入力信号ＩＮのローレベルが
ｐチャネルＴＦＴｐ６１のオン抵抗とｎチャネルＴＦＴｎ６１のオン抵抗との比で設定さ
れた電圧から、ｎチャネルＴＦＴｎ６２のしきい値電圧だけ電圧降下した電圧にシフトさ
れる。
【００６８】
尚、本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路では、ｐチャネルＴＦＴおよびｎチ
ャネルＴＦＴを各々１つずつでバイアス電圧設定部を構成しているが、ｐチャネルＴＦＴ
およびｎチャネルＴＦＴを両方またはいずれか一方を２つ以上で構成しても良い。
【００６９】
また、本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路では、電圧クランプ用としてｎチ
ャネルＴＦＴを用いているが、ｐチャネルＴＦＴを用いても良い。
【００７０】
（実施の形態４）
図７は、本発明の実施の形態４における画像表示装置に用いるレベルシフト回路を示す。
図７において、Ｃ７１はコンデンサ、ｐ７１、ｐ７２およびｐ７３はｐチャネルＴＦＴ、
ｎ７１、ｎ７２、ｎ７３、ｎ７４およびｎ７５はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１
と同様である。
【００７１】
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図７では、図４に示す本発明の実施の形態２におけるレベルシフト回路と比べて、バイア
ス電圧設定部の出力端子とアンプ回路部の入力端子との間に電圧クランプ用のｎチャネル
ＴＦＴｎ７３およびｎチャネルＴＦＴｎ７４が設けられている点が異なる。ｎチャネルＴ
ＦＴｎ７３のドレインとｎチャネルＴＦＴｎ７４のソースとが接続され、ｎチャネルＴＦ
Ｔｎ７３のゲートは、ｐチャネルＴＦＴｐ７２のゲートおよびｎチャネルＴＦＴｎ７２の
ゲートと接続されると共にｐチャネルＴＦＴｐ７２のドレインおよびｎチャネルＴＦＴｎ
７２のドレインと接続される。また、ｎチャネルＴＦＴｎ７３のソースは正電源電圧ＶＤ
Ｄと接続され、ｎチャネルＴＦＴｎ７４のゲートとドレインとが接続されると共に、アン
プ回路部の入力端子となるｐチャネルＴＦＴｐ７３のゲートおよびｎチャネルＴＦＴｎ７
５のゲート並びにコンデンサＣ７１の一方の電極と接続される。
【００７２】
ここで、図７に示す本発明の実施の形態４におけるレベルシフト回路の電圧クランプのレ
ベルについて考える。バイアス電圧設定部からのバイアス電圧は、ｎチャネルＴＦＴｎ７
３のしきい値電圧だけ電圧降下した電圧がｎチャネルＴＦＴｎ７３のドレインより出力さ
れる。そして、ｎチャネルＴＦＴｎ７４のゲートとドレインとが接続されるため、ｎチャ
ネルＴＦＴｎ７３のドレインより出力される電圧は、ｎチャネルＴＦＴｎ７４のしきい値
電圧だけ高くなる。
【００７３】
つまり、本発明の実施の形態４におけるレベルシフト回路では、電圧クランプ用のトラン
ジスタを２つ設け、最初のトランジスタのしきい値電圧だけ電圧降下した電圧を次のトラ
ンジスタで補償することにより、バイアス電圧設定部で設定された電圧で入力信号のロー
レベルを電圧クランプすることができるため、バイアス電圧の設定が容易になる。
【００７４】
尚、本発明の実施の形態４におけるレベルシフト回路では、バイアス電圧設定部を本発明
の実施の形態２におけるレベルシフト回路のバイアス電圧設定部と同じ構成としているが
、本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路のバイアス電圧設定部と同じ構成とし
ても良い。
【００７５】
また、本発明の実施の形態４におけるレベルシフト回路では、ｐチャネルＴＦＴおよびｎ
チャネルＴＦＴを各々２つずつでバイアス電圧設定部を構成しているが、ｐチャネルＴＦ
ＴおよびｎチャネルＴＦＴを両方またはいずれか一方を３つ以上で構成しても良い。
【００７６】
さらに、本発明の実施の形態４におけるレベルシフト回路では、電圧クランプ用としてｎ
チャネルＴＦＴを用いているが、ｐチャネルＴＦＴを用いても良い。
【００７７】
（実施の形態５）
図８～図１０は、本発明の実施の形態５における画像表示装置に用いるレベルシフト回路
を示す。レベルシフト回路を構成するｐチャネルＴＦＴおよびｎチャネルＴＦＴのしきい
値電圧の変動が小さく、アンプ回路部の動作点の範囲の変動が小さい場合、バイアス電圧
設定部からのバイアス電圧をトランジスタのしきい値電圧に合わせる必要はなく、固定す
ることが可能である。従って、図８～図１０に示す本発明の実施の形態５におけるレベル
シフト回路が考えられる。
【００７８】
図８において、Ｃ８１、Ｃ８２およびＣ８３はコンデンサ、ｐ８１はｐチャネルＴＦＴ、
ｎ８１はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１と同様である。図８では、図１に示す本
発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路と比べて、トランジスタを容量に置き換え
た点が異なる。バイアス電圧はコンデンサＣ８２とコンデンサＣ８３との容量比に応じて
設定される。
【００７９】
図９において、Ｃ９１、Ｃ９２およびＣ９３はコンデンサ、ｐ９１はｐチャネルＴＦＴ、
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ｎ９１およびｎ９２はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１と同様である。図９では、
図５に示す本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路と比べて、トランジスタを容
量に置き換える点が異なる。コンデンサＣ９２とコンデンサＣ９３との容量比に応じて設
定されるバイアス電圧は、ｎチャネルＴＦＴｎ９１のしきい値電圧だけ電圧降下した電圧
により電圧クランプされる。
【００８０】
図１０において、Ｃ１０１はコンデンサ、Ｒ１０１、Ｒ１０２は抵抗、ｐ１０１はｐチャ
ネルＴＦＴ、ｎ１０１はｎチャネルＴＦＴ、他の構成要素は図１と同様である。図１０で
は、図１に示す本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路と比べて、トランジスタ
を抵抗に置き換える点が異なる。バイアス電圧は抵抗Ｒ１０１と抵抗１０２との抵抗比に
応じて設定される。
【００８１】
図８～図１０に示す本発明の実施の形態５におけるレベルシフト回路では、コンデンサま
たは抵抗を用いてバイアス電圧設定部を構成しているため、トランジスタの特性による影
響を受けずにバイアス電圧を安定にかつ容易に設定できる。
【００８２】
尚、本発明の実施の形態５におけるレベルシフト回路では、コンデンサを用いたバイアス
電圧設定部とアンプ回路部との間に電圧クランプ用のトランジスタを設けているが、抵抗
を用いたバイアス電圧設定部とアンプ回路部との間に電圧クランプ用のトランジスタを設
けても良いし、本発明の実施の形態４におけるレベルシフト回路のように電圧クランプ用
のトランジスタを２つ設けても良い。
【００８３】
また、本発明の実施の形態５におけるレベルシフト回路では、コンデンサまたは抵抗を正
電源電圧側と負電源電圧側とに各々１つずつでバイアス電圧設定部を構成しているが、正
電源電圧側と負電源電圧側との両方またはいずれか一方を２つ以上で構成しても良い。
【００８４】
本発明の実施の形態におけるレベルシフト回路では、多結晶シリコンとして、連続粒界結
晶性シリコンを用いても良い。
【００８５】
また、本発明の実施の形態におけるレベルシフト回路では、入力信号の振幅レベルの増幅
手段であるアンプ回路部として、入力信号に対して反転した信号を出力するためのＣＭＯ
Ｓインバータ回路を用いているが、入力信号に対して反転しない信号を出力する回路手段
を用いても良い。
【００８６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のレベルシフト回路および画像表示装置においては、以下の
ような効果を奏する。
【００８７】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置には、バイアス電圧設定手段が正電源電圧
と負電源電圧との間に分圧手段を設けることで構成されるため、簡単な回路構成でバイア
ス電圧設定手段を実現することができると共に、入力信号の直流電圧レベルを容易にアン
プ手段の動作点の範囲にシフトすることができる。また、アンプ手段の入力端子が１つの
端子から構成されるため、レベルシフト回路への入力信号線数が少なくてすむと共に、簡
単な回路構成でアンプ手段を実現することができる。
【００８８】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置には、アンプ手段がＣＭＯＳインバータ回
路であるため、ｐチャネルのトランジスタとｎチャネルのトランジスタを用いた簡単な構
成でアンプ手段を実現することができる。
【００８９】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置には、分圧手段としてｐチャネルのトラン
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ジスタとｎチャネルのトランジスタを用いるため、入力信号の直流電圧レベルをトランジ
スタのオン抵抗比により容易に設定することができる。また、単結晶シリコンに比べてＶ
ｔｈばらつきのある多結晶シリコンでレベルシフト回路全体を同一基板上に形成すること
ができる。つまり、レベルシフト回路を含めたドライバモノリシック型の画像表示装置を
実現することが可能となる。
【００９０】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、分圧手段として容量を用いるため、入
力信号の直流電圧レベルを容量の面積比により容易に設定することができる。容量は多結
晶シリコン上にも簡単に構成できるため、レベルシフト回路全体を同一基板上に形成する
ことができる。つまり、レベルシフト回路を含めたドライバモノリシック型の画像表示装
置を実現することが可能となる。
【００９１】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、分圧手段として抵抗体を用いるため、
入力信号の直流電圧レベルを抵抗比により容易に設定することができると共に、レベルシ
フト回路全体を同一基板上に形成することができる。つまり、レベルシフト回路を含めた
ドライバモノリシック型の画像表示装置を実現することが可能となる。
【００９２】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段の構成として、
ｐチャネルのトランジスタのソースとｎチャネルのトランジスタのゲートとが正電源電圧
に接続され、ｐチャネルのトランジスタのゲートとｎチャネルのトランジスタのソースと
が負電源電圧に接続され、ｐチャネルのトランジスタのドレインとｎチャネルのトランジ
スタのドレインとがアンプ手段の入力端子に接続されるため、レベルシフト回路を構成す
るトランジスタのしきい値電圧が変動してアンプ手段の動作点がシフトしても、それに追
従して入力信号の直流電圧レベルを自動的に設定することができる。
【００９３】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段の構成として、
ｐチャネルのトランジスタのソースが正電源電圧に接続され、ｎチャネルのトランジスタ
のソースが負電源電圧に接続され、ｐチャネルのトランジスタのゲートとドレインとｎチ
ャネルのトランジスタのゲートとドレインとがアンプ手段の入力端子に接続されるため、
レベルシフト回路を構成するトランジスタのしきい値電圧が変動してアンプ手段の動作点
がシフトしても、入力信号の直流電圧レベルの設定を容易に行うことができる。
【００９４】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、ｐチャネルのトランジスタとｎチャネ
ルのトランジスタは各々複数個を用いて前記分圧手段を構成するため、各々のトランジス
タのソース・ドレイン端子間にかかる電界によるストレスを低減することができる。また
、トランジスタの数により入力信号の直流電圧レベルを決められるので、設定の自由度を
高くすることができる。
【００９５】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段で設定された直
流電圧レベルをクランプするための電圧クランプ手段を備えるため、入力信号の周波数、
バイアス電圧設定手段を構成するトランジスタおよび入力部に設けられる容量手段に関わ
らず、入力信号の波形の歪みを防ぐことができる。そのため、設計の自由度を高くするこ
とも可能である。
【００９６】
本発明のレベルシフト回路および画像表示装置は、バイアス電圧設定手段で設定された直
流電圧レベルが前記電圧クランプ手段によりクランプするときに、電圧降下した電圧を補
償する手段を備えるため、入力信号の直流電圧レベルをバイアス電圧設定手段で容易に設
定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路を示す図である。
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【図２】本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路の入出力の関係を示す図である
。
【図３】本発明の実施の形態１におけるレベルシフト回路の別の例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態２におけるレベルシフト回路を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態３におけるレベルシフト回路の別の例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態４におけるレベルシフト回路を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態５におけるレベルシフト回路を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態５におけるレベルシフト回路の別の例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態５におけるレベルシフト回路の別の例を示す図である。
【図１１】ドライバモノリシック型のＴＦＴ液晶表示装置の構成を示す図である。
【図１２】従来のレベルシフト回路を示す図である。
【図１３】特開平４－２４２３１７号公報に開示されている、従来のレベルシフト回路を
示す図である。
【符号の説明】
１　ビデオ信号端子
２　対向電圧端子
３　ｎ段のシフトレジスタ
４　ｍ段のシフトレジスタ
５～８　レベルシフト回路
ＳＰＶ　ゲート用のスタートパルス
Φ１Ｖ、Φ２Ｖ　水平周波数のクロック信号
ΦＶ１～ΦＶｎ　ゲートバスラインの駆動パルス
Ｇ１～Ｇｎ　ゲートバスライン
ＳＰＨ　ソース用のスタートパルス
Φ１Ｈ、Φ２Ｈ　水平周波数のｍ倍の周波数のクロック信号
ΦＨ１～ΦＨｍ　サンプリングパルス
Ｍ１～Ｍｍ　サンプリングスイッチ
Ｌ１～Ｌｍ　ソースバスライン
Ｍ１１～Ｍｎｍ　ＴＦＴ素子
Ｃ１１～Ｃｎｍ　液晶セル
ＶＤＤ、ＶＢ　正電源電圧
ＧＮＤ　負電源電圧
ＩＮ　入力信号
（／ＩＮ）　入力信号ＩＮと電圧レベルが反転した関係にある入力信号
ＯＵＴ　出力信号
ｐ１１、ｐ１２、ｐ３１～ｐ３３、ｐ４１～ｐ４３、ｐ５１、ｐ５２、ｐ６１、ｐ６２、
ｐ７１～ｐ７３、ｐ８１、ｐ９１、ｐ１０１、ｐ１２１～ｐ１２３、ｐ１３１～ｐ１３３
　ｐチャネルＴＦＴ
ｎ１１、ｎ１２、ｎ３１、ｎ３２、ｎ３３、ｎ４１、ｎ４２、ｎ４３、ｎ５１、ｎ５２、
ｎ５３、ｎ６１～ｎ６３、ｎ７１～ｎ７５、ｎ８１、ｎ９１、ｎ９２、ｎ１０１、ｎ１２
１～ｎ１２３、ｎ１３１～ｎ１３３　ｎチャネルＴＦＴ
Ｒ１０１、Ｒ１０２、Ｒ１３１、Ｒ１３２　抵抗
Ｃ１１、Ｃ３１、Ｃ４１、Ｃ５１、Ｃ６１、Ｃ７１、Ｃ８１～Ｃ８３、Ｃ９１～Ｃ９３、
Ｃ１０１、Ｃ１３１、Ｃ１３２　コンデンサ
Ｔ１３１、Ｔ１３２　ｎｐｎ型バイポーラトランジスタ
ＶＢ’　　分圧した電圧
Ｖａ、Ｖｂ、Ｖｃ　バイアス電圧
ｉｎａ、ｉｎｂ、ｉｎｃ　アンプ回路部の入力信号
ａ、ｂ、ｃ　アンプ回路部の入出力の電圧波形
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ｏｕｔａ、ｏｕｔｂ、ｏｕｔｃ　アンプ回路部の出力信号
Ｒｐ１１　ｐチャネルＴＦＴｐ１１のオン抵抗
Ｒｎ１１　ｎチャネルＴＦＴｎ１１のオン抵抗
Ｚｃ１１　コンデンサＣ１１のインピーダンス

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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输入端。这里，信号IN的幅度电平的中心电压通过由p沟道TFT p11和n
沟道TFT的导通电阻之比决定的偏置电压（定义为Vb）移位到偏置电压
Vb。 N11。然后，在放大器电路中，当信号IN处于高电平时，p沟道
TFT p12截止，n沟道TFT n12导通，而负电源GND从放大器的输出端输
出。电路。当信号IN处于低电平时，TFT p12导通并且TFT n12截止，并
且正电源VDD从放大器电路的输出端输出。
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